b} Y

An object of the present .invention iis a device for fusing a fusible el enent
in an integrated circuit of the g It can be used in nunerous

i ntegrated circuits! in parti cular Gl 73&1 ni ng read onl§/ menories or for
repl aci ng, by -functional redundant circuits, functional circuits which have

been dagtf;rl of action. In menory card %&ngﬁr'd@aﬁeﬁ&ﬁ\eﬂt%'&ur&t%c%ggﬁgt S
may al so ser ve to protect, during accesSgg f,gJopadans RENREYurd 88 Rision BGH RIsE t hey
are f USEGhrsbiEineeRREbuPBbiHIh BBpdtlEY €St B liaBiNcdiBK &'uh lorcRO 6 Al @ dlorPaPQT am
the igBtrahad@Ousible @einsl urdEircibl RSGRNEY Y Car ebnipliqud el prdcBuurd) ER BRNGES, il 1Akt @ré- T

Secr aype CCMES; BI6 to@e@ RN iabpliodionldgar det hns. Wirtul tenipl @y fusibe Et tsstefipd du fesion doit

pr og ramirbuxgrireuitsl ingdgess, noeanttiontcpoaf défide  sai déteeekidbmet desd Gfin dhssusaiuck bonne

al gbript méwmoitee coares, | avpss i ybreplackm pam | nt eigsient daos ouslesdas. t he fusi bl e el enents
ar e mia$ oropits fonctionhelsyredandantsc dpo picuitsnde of pbésyfasittiesqudsentent pdr aifedrailine didmde si zes
of t Henclionesiss mischors eandcep Danshdaseapelisamect i ofragiliredx ddsharges dlectroslinups Cettd fragigt h of
t he figreede; cartesldt EEMPirFelss ifupitlie REHWEI C 0 onlithon GHe prepntipllemiodlid le présenge du Tire

pri n@Fﬁﬂ IR BPHeRT 9A0RYRs PRGNS foN%e i s staRfister d°|°9mg'affdmde&fu=t*%' dusible. i ough
t he E‘ii‘r BEuly '%‘Ufff"r'??r éﬁn"‘f’ye’f‘ ge to° ﬂ'éfait flo fﬂQS%"e‘ﬂ’ r?" I faconstt s

curr?% can ménl‘ﬁl é’i mr hlts ﬁ“%p %% s onéldﬁf’é‘ih@ s of
mlli o@t‘esdé Oh’mE ovg. gﬁﬁé E légesaftg 'tlse
the qge %u iorl, % prob e | “acﬂoféﬁj] ecoe ghos transfstor lals ng,at

To aygy l%é{ B Sslddads’ QdrelsNbuSad éle%nr leve '
det ecatga{mmemev.&aerﬁ imgR¥dtlesdet ect or I s abl &..tqaéar@%smem d.oiaﬁmbm nCﬁht @et he
fusi Ng mehs ik eirclitiMBgaNGS fusiblest dafk ghdRer  Narngbrichtion BRlai indimnt ey fils@MtibmBe @810 Of

t he; CaBnat idafids dbr dosCoammbkionst enDsdlysit | @b . dloWEMBHS tdaky ¢ §/6©8mp KRB oRKkGBe. Cos

as s O€iumt oathn \miéta Lédimérshsdp 1akoctibhedel USe.  déchdigdos Gloctidstatiqubd @pétédi paaveatidvbie Nt
must ceecahbdxions aiesitouy ld langgeurwitleads frecessi b atée®, effbtoqu'un Gilobtl degmdénie toprenedd , a
ver y sioadg dusibisndontodétermiaéesi eptfonctionTdiins  cont coolantt duafusiors tAsr mereent @9 dnovelairé i t at e
t he [geusapt novninahde tusion. he pfingipe i lagfbisianar i ousforidues ledusible, la résistapce de celbhel peyt e of

t he tuafusiblstestsimele dibpuii de feire passariner c#p r eimporianie Ghcausecdes Aimgrees emtvsion au'il #rust

al | olp fugiblpugscourayt suffsamsmeantimprdantiafine he 1 i wbiny- Eéngiieogu'ik 9sb suseapiilde do gistinpe nust
be vépp '§’E°ef@’ﬁ¢’° R Prafigue cp courgnb dansdes i n cuest dore reptailblesil 89 0d Rlus- a1 |t hj ngs
conm"lﬂ%‘f‘%tﬂtég’ 1 Eogarmas, ‘??EF? "F’F 1"? Oehpy 1itgl ke p%"?t‘“"ﬁ%‘l‘"ﬂ 8 PRy §b1€‘I de serpqdien

I.KJ(

mes de |II|a % mcpxhv 7 ?tc’a na]sapp
cime iP (Nt Qiiire?'.gzso“ﬂss , 2 a% ?O e %ﬂ 3 .;di‘a!ést“' e é éﬁm 5%'
- i ch t
U % gtﬁrg?mé s'ﬁurgé\t/g ég@%’i@&m s th e o G §stl§8JvL us on CLII I ée

ther ‘i‘eu+§eﬁv95u%‘éd% &tburldb nfédd eQ&u gg 18 sthrvtdgld Mé’é‘ s&%&rﬂ&&ﬂsét I'S
- SUbS gEIb @fkhd Yarl 89 RSESDL FusloR diRlsie! aysepaFrEdnt sublst? { dethricokddBied OBl ApeOfie t NE
t r angiagteOpart & maiidhit 8nt dbfunfidl lcbrRdht MBK € Scohductvité Efbfrie (ghiErdinWi @6, typd) Py he
pr oc eskusmitd l1a Edafdxivg ertrdiise, the appl i cadah®Rqeel so’tiﬂréﬁll%éi &Js chissohd\@iseiemdnand
and t hiipy & 6épahdantadee probiiings 185 BEEfsione. | N (aF aBplantion imputés adResPeidyntt:0 un
pr qVviidéusiblel DBb@d lalcougdht denfusidd dait tteSi ON  diypeatie onduttivié lopposdel @Endvadment deg i N
or defissepinpagant. o a6 deeTde, frowilaghemine-cvear y tgecl). Dbss@sistarseot dbs pnoliensydiverses
susc@gr'fl ¢ eo peurant pnUiraesiterASERIMMpNds| ect r oRpLeen Q!fedl"@emrpgfe@})'aﬂlﬁlos op régipht i ty
i s edseEAGl Py v@RRistar (e prenmanda spE @ of  t Hlopfesrayee vy PR EPWPISY e unaersett | i ng
t he ﬁﬁtl,'ﬁeh RS?Q'%W'P'ME% la fl“ﬂ° Feéc‘{“ie{?e becdo?ﬂ%'é "Ftsgt ‘?Psz%es CF'FP@"% al d

trang 'uf 5%"%'(?[9 65 ot \'/q: nglog i ?Jl
el ect’ ?'Jtcﬁ'f g E% °'“ ; s"sco‘?i’%" ;& F? |s
in fach™ 8 a{'rr'ﬁa ‘frgny st ofPngugt ascu,gmem h

tre t Si anglo s onne respond

iR e e

I nst ady| @Qsté?ﬁ:e &nq%@' rhenleC B (‘sb r Cééhé Coé! thiist gf fidd Yofit 1008 Hdllun ese

. repe Er@erﬁﬁl@@srdﬁ% ris(de @4 rpﬂ@\%ntma-y hayEcebdtih &2 3io @%pe@%eadan

~the fbisddiiee &lldouBitle c8ltd fablor. icEfime et alternées. Une premidre région, d'un type de
résistance augmente, I'énergie que le fusible est conductivité donnée (généralement P) est contenue
. susceptible de dissiper diminus. Comme cette dans un caisson d'un deuxiéme type de conductivi-
-énergie diminue, le fusible chauffe de moins en 55  donnée (généralement N), ce caisson est lui-
m_oins au risque de ne plus pouvoir fondre. Si ce méme placé dans un substrat du premier type de
phénoméne se produit; il est ultérieurement impos- conductivité donnée (généralement P), et comporte
sible de faire fondre le fusible. Enfin, la commande une ou des régions du deuxidéme type de conducti-



slowy. At the tinme when.,it is desired to nelt the fuse the resistance of
the latter nmay be Iarge because of the initiations of fusing to which it
has been subj ected. Yhe energy wiFcH 328 3218t hen abl e to df ssi pate is too
small: it no Longer fuses. An aimof the present invention is to overcorre

these MR RI6 S o Mbchbsilon db QWRNEFe  ON! y.c@d%ﬁ}p\é'ﬂ‘gon'i ‘Brténi‘&e%%ééoﬁg nGthrhfi
Of  t NeefolDR0 oHrRfctivit MBS Shriotthd bPfy) S NOT yrPoafbblin SN Sorthullfe e

t eCthi'stQ:Q%nt' 16 riaifien @ BloBsho YstpmlboRbls | N Paguembmi l@rsuﬂs{rat '1Sc B@end&r .&{sr&d to
NMOS tegcdsigat. 0gy. CMOS technol ogy is char a&éeséleiemebue@mm.ﬁ celles
subst r at san® rinder®ibr @R heNEdéidinti  Yrotity Pes ( Uguhl ahtl DB dodd e Balissohl 2WHi€ Bn plus

i Nsul abristencd @ @RlGistar Mrakit goarchaifdyforidRD| ant agrrd8 corcent@inl: N+ Effos GErdnt & Péasdr Ng

t 0 'a lo fusibi en eqopmdznt enehome e b Yuisiblg 3t ype  (dibusas [fgnclioy Slebjoniqléar inatarsment des

t r ansics thyristor aheh Ip WAdéncizant Anepmbrg dé &r med biyantisters.i ke bubsiteh tcoropprie f égriemgend rvpe
doped fugion.He gausand estdoun par ypeasnérateimgsur i t | ewiseide lsehstrat/$ consitudel lpert ungtrégiamrdor n

t he sa@plgntiekdeivrips. Laiomentitiavaragde tugile pls  Howerferavam desnménessimperetés, fmais pvep ane
occur reeiyistop dont ypet qop perpesAsbieldgrd lavred uct | ownceramomp'a% éleyéq P qup e supstehidir | sh

publ i @a'mdaﬁé"érﬁwree Ry ?!I’i'P i°?9\}é’f'"s&or resp® ar'serqe B’f“?h ”oﬁ‘ P AP tic
thyrl 'b'f' s&’ﬁp%ﬁséte °’h%d P11y in 5;:% at est
| sl an qn 6?4% ar 0 vo oen e r | neur r@ﬁn&ns
havi ng.‘.e cr| tif Qﬁ ar
Condugtéwafiﬁs o an i .A%Eaf 9£h ¢a7 eﬁz en
conduct i ypahylp%y ;H&Ufbb yn &Qm db s 1 5! an aieﬁ.em a&i vs'sn 2L rat e
of t heyf irisid, a(&bé{:?enu&%lﬁkﬁﬁréé/ fohtY Dlatiee (usua é/c fsk0 nﬁ@r’t‘ﬂiﬁ dn‘é%ﬁm@.@%né?&gu&mr €
reqi Ofart Rfthykifi6r ORI kit Glie VISP BAs Vizh Y des Rfiohs!8 BiEd, Hobsd) P+ BRR d4iFipEE®E ON
of theshpitement foRd: BRGUE M/ usigle RistofaBal | NG GIEAME Idb \¢bllos QG AORHE biddperSe Ehis-

t hyr| S6rodu Edumant MREQas lNiysitld odhiosdn, ieN Cer tdh 2. I aaRdrid Sgaletbht LBE Rsyioh IEY Gopéd N

t he i mhyéswriserdésmerdaait n'be @as ndrd@aitf det he exN st anc aleofmémes Impastds iqlé Eour lui-

t hyr i ptéegir daps ptocédutsamfordseedefin dodusivect i Ng raérbee i seet| deorise e chisson Erogdnkrel,

t hyri st dPanaifihvantionggepropage jun . disRositifrde t i2pre Wb Priges i gaisspm est pleisée 2 unspoteplisb| | ed
by a gé‘?'ﬁs'ﬁmﬁt aypc ynefsiruqusm citsuipitoningly . Theinvese r dinPotendle) sdes palasieatiogy ige t bt s e
and t geand fy¥qst pasydéclgnete, sp tiyHsorcRaragiienal s oAVeGUN SHPSra deolypR: Pt & flef §aisseBs de her

t er ni REEON uReRro ‘H‘él’d'éttf‘ﬁlb'eo? Tégped A%si ng pReilde cpfsso ATPSPQW'S% %f“tq ¥ee.

thyrie ?S'F'g?so lecftra ?tﬁ b'P'Elglé’s Iggan%gl@rl bed W‘? qg . $'W H% 3 ?

Vol . 8 ' rtPes a

o oy o ?&é:g%s‘i% %% v iy et ;ﬁ% o+ R
ai

dhn

hand sé"tﬂ smal | & rde?a?t St 't

_9:»

curr e”t ? 2 ﬁ@ ehtﬂﬁés' st Or G QUG sHatsS e %ﬁn@u&n b Yaissoh S
not c aﬁ‘Jn@ \)én g - so long as the sfuseedy sQ%@atCIUEJn&mIemtuﬁ. ﬁﬁ@t%r pdtssits 00N
as the fl4sRntioh sbrh Aiddx bdhtbribd faileetuf deCUL S Odef typallFtk IN- P-SN RO'On NRGE Beddey duP
Provi g ddsbriptibte qud IsGif; &l &I 1RxaMneh QB HGWesf OF  €Ndgi6iis idteHmbdidires de cethyristopak 36 prises
I NVeniguioracéonipagngtte Eiles CheOsovii dadindsd\quidg a Ci 8 deidalBsonSet 5 UE subbkteat feSpeplivepar.cd.
Th g;t titnd dalichitit ot palier®hit linditatithger Iisdeotiond S not  t Le gahyémeéhulvblent deve tipistonestrapté-

des fjoues eottieott of the fuse from el«ectseotétsart Ia digulé 8chens lpecissdnala région 6,
obt ai ned flgwet heunguestieadd'un gitcuit ipféotéide art . IAgaiesiop 8cat lpsubstrad 1iformenttup dransistor
t her ef or éVP°| GMQS men) Pue thydstor paraditeiy a f use TTnbieaipirp-fRaat)le substratclp réion 3. lgfeulysh e

95‘19 ? ée I@PWH‘%‘WH‘P’%R!‘E i | n ol it fnol le caipsen gqforpent ypjtrapsistay) ?;ns

e nsi 1
?g\égphgg? J%'U L% misu f de F?Q‘?encﬁe\(n%gtt | On Vﬂjxelm;lis édeBt%:Fe? S@mg} Téggapg:t)q}&\eﬂeur
un t ynstor parasite avec une structure cir- 4 Vecc (dans la région 8, figure 1), était relié par
culaire selon I'invention; . _ ' son collecteur, par l'intermédiaire de résistances
- figure 4 : une variante d'un circuit de déclen- R2 et R3 en série, & la prise de substrat 5, et était
chement non conforme 2 linvention; relié par sa base, par l'intermédiaire d'une résistan-
- figure 5 : une représeniation schématique 60 ce A1, & fa prise 8 de caisson. Le transistor T2, de
d'un détecteur de niveau pour vérifier I'état type NPN peut étre considéré comme relié par son
de fusion du fusible : émetteur & la région 3, par son collecteur, par
- figure 6 : un perfectionnement technologigue l'intermédiaire de résistances en série R1 et R4, &
d'un transistor de rappel de ce détecteur de la région 8, et par sa base, par I'intermédiaire de la
niveau. 65  résistance R3, a la prise 5 de substrat. Les bases
La figure 1 représente un thyristor parasﬁe de ces transistors, respectivement les points A et
-d'un circuit intégré de type CMOS. Cs circuit inté- B, sont donc reliées aux points milieux des ponts

gré, non représenté, est intégré dans un substrat 1, de résistance respectivement R1-R4, et R2-R3.



description with reference to the Figures which acconpany it. They are

given solely by way of non-lim.ting illustration of the invention. The
Figures show. -. 5Figure 1: a ER©32038®BIon of an inte§rated circuit of
the CMOS type provided with a parasitic thyristor; - Figure 2: a diagram
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ici les mémes fonctions que celles présentées ci- protection du fusible est toujours sollicité en pre-
dessus. Les régions 3 et 5 sont raccordées par des mier. Il joue son rble normalement : le fusible ne
connexions 13 et 14 au potentiel de polarisation du  s5  peut pas &ire détérioré.
substrat. Les deux régions 6 et 8 du caisson.2 sont Le dispositif représenté sur la figure 4, non
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base, through the internediary of the resistor R3, to the substrate
termnal 5. The bases of these transistors, the points A and B - 6-
respectively, are th#s connected ERO032@ 331 B’pm nts of resBstance bridges
R -R4 and R2-R3 respectlvely At rest the thyristor is not conductlve The
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type formed in the subsirate (1) having the first
1. A device for fusing a fuse in an integrated conductivity type, that one of the two regions
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in series with the fuse and means for control- formed in a region which is larger than it is and
ling the switching on of the thyristor compris- which has the same conductivity type as it has
_ing an MOS transistor the control gate of which but is less highly doped.
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aufweist
wobei der erste Bereich (8) und der zweite
Bereich (8) mit einer Klemme (12) der Siche-
rung verbunden sind, wobei der dritte Bersich
\_ (3) und der vierte Bereich (5) jeweils mit ein_er
= Quelle einer Polarisierungsspannung .(14) des 4o
' Substrats verbunden sind,
wobei der MOS-Transistor (T3) durch das Aus-
fluchten einer Zone (18) der Insel im Bersich
der Grenze (9) zwischen der Insel und dem
Substrat, einer Zone (19) des Substrats im 45
Bereich der Grenze und des dritten Bereiches
(3) des Thyristor erzeugt wird, wobei das Steu-
ergate (20) oberhalb der Grenze (9) diese
iberspannend angeordnet ist. .
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2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurc'h gekenn-
zeichnet, daB der Thyristor in bezug auf die
integrierten Schaltung parasitéren Typs ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder Anspru(:h 2, 55
wobei eine Erfassungsschaltung mit der Klem-
me (12) der mit dem Thyristor verbundenen
Sicherung verbunden ist, um das Schmelzen




